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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine schalt-
bare Stromquellenschaltung, bei der Ströme unter-
schiedlichen Vorzeichens auf einen gemeinsamen Aus-
gang geschaltet werden können. Solche Schaltungen
finden beispielsweise in Phasenregelschleifen Verwen-
dung.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind schaltbare
Stromquellenschaltungen bekannt. In den Stromquel-
lenschaltungen ist dabei eine sogenannte Stromspie-
gelschaltung vorgesehen. Eine Stromspiegelschaltung
ist eine Stromquellenschaltung mit Transistoren, bei der
der Ausgangsstrom in bestimmtem Verhältnis zum Ein-
gangs- oder Referenzstrom steht. Über eine Steuerstu-
fe wird ein Steuer- oder Eingangsstrom eingeprägt, und
in Abhängigkeit vom eingeprägten Steuerstrom wird ei-
ne Steuerspannung bereitgestellt. Weiter hat die Strom-
spiegelschaltung eine Ausgangsstufe, die in Abhängig-
keit von der Steuerspannung der Steuerstufe einen
Ausgangsstrom bereitstellt, der nahezu lastunabhängig
ist. Der Ausgangsstrom ist proportional zum Eingangs-
oder Steuerstrom. Der Ausgangsstrom kann dabei grö-
ßer, gleich oder kleiner als der Eingangsstrom sein.
[0003] Diese Stromquellenschaltungen können nun
als schaltbare Stromquellenschaltungen ausgebildet
sein. Dabei wird eine Ausgangsstufe des Stromspiegels
über einen elektronischen Schalter mit einem üblicher-
weise festen Bezugspotential verbunden. In einer Ab-
wandlung verwendet die Stromquellenschaltung zwei
Stromspiegelschaltungen, deren Ausgangsstufen über
elektronische Schalter mit Bezugspotentialen unter-
schiedlichen Vorzeichens verbunden werden können.
Der oder die sich so ergebenden Ströme werden auf ei-
nen gemeinsamen Ausgang abgebildet.
[0004] Eine solche schaltbare Stromquellenschal-
tung ist aus der europäischen Patentschrift EP 0 570
820 bekannt. Ihr Aufbau und ihre Funktionsweise sollen
im folgenden anhand der Zeichnungsfigur 1 näher dar-
gestellt werden. Die in dieser europäischen Patent-
schrift und in der Zeichnungsfigur 1 dargestellte Strom-
quellenschaltung besteht aus zwei Einzelschaltungen,
die einen oberen Teil beziehungsweise einen unteren
Teil der Gesamtschaltung bilden, deren Hauptbestand-
teil jeweils eine Stromspiegelschaltung ist.
[0005] Der obere Teil der Schaltung, der sich oberhalb
einer gedachten waagrechten Linie befindet, die sich in
Höhe des gemeinsamen Ausgangs pdx erstreckt, ge-
stattet es, einen positiven Strom am gemeinsamen Aus-
gangs pdx zu erzeugen. Der untere Teil der Schaltung,
der sich unterhalb der gedachten waagrechten Linie be-
findet, die sich in Höhe des gemeinsamen Ausgangs
pdx erstreckt, gestattet es, einen negativen Strom am
gemeinsamen Ausgang pdx zu erzeugen. Der obere
Teil der Schaltung umfaßt die Stromspiegelschaltung
aus den Transistoren T3b und T1b, und der untere Teil
der Schaltung umfaßt die Stromspiegelschaltung aus
den Transistoren T3a und T1a. An den Knoten ipx und

inx werden die zu spiegelnden Referenzströme für den
oberen Teil beziehungsweise den unteren Teil der
Schaltung zur Verfügung gestellt. Diese Referenzströ-
me erzeugen an den Knoten x eine Steuerspannung,
die dann den jeweiligen Spiegeltransistor T1b bezie-
hungsweise T1a der oberen beziehungsweise unteren
Stromspiegelschaltung ansteuert. Schaltet man den
Schalttransistor T2b beziehungsweise T2a, die als elek-
tronische Schalter fungieren, in den leitenden Zustand,
was über die Steuerleitung upn beziehungsweise dnx
erfolgt, so wird der über das Transistorpaar T3b/T1b be-
ziehungsweise T3a/T1a gespiegelte Strom auf den
Ausgang pdx abgebildet.
[0006] Abhängig von der Größe der Spiegeltransisto-
ren T1b sowie T1a folgt einem Einschalten des Transi-
stors T2b beziehungsweise T2a ein entsprechend lang-
sames Entladen beziehungsweise Aufladen der parasi-
tären Kapazitäten der Transistoren T1b beziehungswei-
se T1a über deren Gateflächen, bevor der Ausgangs-
strom den gemäß der Schaltungsdimensionierung ein-
gestellten Wert erreicht.
[0007] Um nun dieses Über- oder Unterschwingen
des Ausgangsstroms unmittelbar nach dem Einschalten
der jeweiligen Schalttransistoren T2b beziehungsweise
T1a zu verhindern, wird eine Kapazität im oberen Teil
der Schaltung zwischen die Knoten ipx, an dem der Re-
ferenzstrom eingespeist wird, und upn, an dem das
Steuersignal für den Schalttransistor T2b eingespeist
wird, beziehungsweise im unteren Teil der Schaltung
zwischen die Knoten inx, an dem der Referenzstrom
eingespeist wird, und dnx, an dem das Steuersignal für
den Schalttransistor T2a eingespeist wird, geschaltet.
Diese Kapazitäten werden in der in der EP 0 570 820
beschriebenen Schaltung durch die CMOS-Transisto-
ren T6b beziehungsweise T6a verwirklicht. Die Kapazi-
täten werden so dimensioniert, daß beim Einschalten
des Transistors T2b beziehungsweise T2a die gleiche
Ladung über die Kapazität auf das Gate des Transistors
T1b beziehungsweise T1a eingekoppelt wird, wie zum
Entladen beziehungsweise Aufladen der Gate-Source-
Kapazität des Transistors benötigt wird. Durch diese so
dimensionierten und geschalteten Kapazitäten erhält
man unmittelbar nach dem Einschalten der Stromquelle
einen Ausgangsstrom, der ohne ein Über- oder Unter-
schwingen dem Gleichstromwert entspricht.
[0008] Nachteilig an dieser in der EP 0 570 820 be-
schriebenen und hier näher erläuterten Schaltung ist,
daß der Verlauf des Ausgangsstroms eine Abhängigkeit
gegenüber der Schaltfrequenz der Stromquelle und ge-
genüber der Versorgungsspannung zeigt.
[0009] Die Abhängigkeit des Pegels des Stromimpul-
ses zum Einschaltzeitpunkt am Ausgang gegenüber der
Schaltfrequenz wird durch die kapazitive Charakteristik
des Source-Drain Bereiches der Transistoren T1a und
T1b verursacht. Als Folge davon entlädt sich das Span-
nungspotential am Knoten mpls beziehungsweise mnls
auf kapazitive Art und Weise gegenüber dem Ausgang
pdx desto stärker, je länger der obere Spiegeitransistor
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T1b beziehungsweise der untere Spiegeltransistor T1a
von der Versorgungsspannung abgekoppelt wird, wenn
die jeweiligen Transistoren T2b beziehungsweise T2a
abgeschaltet sind. Bei einem schnelleren Schalten er-
hält man so einen betragsmäßig höheren Ausgangs-
strom als bei einem langsameren Schalten; dies ist di-
rekt nach dem Einschalten am stärksten ausgeprägt.
[0010] Die Abhängigkeit des Stromimpulses am Aus-
gang gegenüber der Versorgungsspannung wird da-
durch verursacht, daß bei einem Ansteigen der Versor-
gungsspannung sich die Gate-Source/Drain-Spannung
der Transistoren T6b beziehungsweise T6a stark er-
höht. Dies tritt insbesondere am Übergang der Transi-
storen vom Subthreshold in den Triodenbereich auf. Bei
den Transistoren T6b und T6a sind Source und Drain
direkt miteinander verbunden, also kurzgeschlossen,
wodurch sich der einzige Spannungsabfall zwischen
Gate und Source (verbunden mit Drain) ergibt, was als
Gate-Source/Drain-Spannung bezeichnet werden soll.
[0011] Weiterhin herrscht bis zu diesem Zeitpunkt ei-
ne Unsymmetrie zwischen dem oberen und dem unte-
ren Teil der Schaltung. Diese ist direkt nach dem Ein-
schalten der Stromquelle(n) am größten. Diese Unsym-
metrie rührt daher, daß sich eine Versorgungsspan-
nungsänderung (Versorgungsspannung VDD) auf den
oberen und unteren Teil der Schaltung unterschiedlich
auswirkt, während das Massebezugspotential (VSS)
gleich bleibt.
[0012] Somit führt eine Erhöhung der Versorgungs-
spannung um einen bestimmten Faktor zu einer Varia-
tion des erzeugten Ausgangsstromimpulses, die weit
über diesem Faktor liegt. Erst nach dem vollständigen
Entladen beziehungsweise Aufladen der Kapazitäten
stellt sich der aufgrund der Schaltungsdimensionierung
gewählte Nominalstrom am Ausgang ein.
[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne schaltbare Stromquellenschaltung anzugeben, die
frei von dieser Frequenz- und Versorgungsspannungs-
abhängigkeit ist.
[0014] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine schalt-
bare Stromquellenschaltung mit den Merkmalen des
Patentanspruches 1. Günstige Ausgestaltungen der
Schaltung werden in den Unteransprüchen angegeben.
[0015] Der Aufbau und die Funktionsweise der erfin-
dungsgemäßen Schaltung werden nachstehend an-
hand der in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert.
[0016] Es zeigen:

Figur 1 eine schaltbare Stromquellenschaltung des
Standes der Technik;

Figur 2 eine schaltbare Stromquellenschaltung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0017] Figur 1 zeigt die schon oben ausführlich be-
schriebene Stromquellenschaltung des Standes der
Technik, wie sie insbesondere in der europäischen Pa-

tentschrift EP 0 570 820 beschrieben ist.
[0018] Figur 2 zeigt die schaltbare Stromquellen-
schaltung gemäß der vorliegenden Erfindung. Schal-
tungselemente, die den schon aus der Schaltung der
Figur 1 bekannten Schaltungselementen entsprechen,
sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0019] Die erfindungsgemäße Schaltung der Figur 2
unterscheidet sich von der vorbekannten Schaltung der
Figur 1 dadurch, daß die Transistoren T5b und T5a und
die Transistoren T7b und T7a neu hinzugekommen
sind.
[0020] Die Transistoren T5b und T5a werden verwen-
det, um die Abhängigkeit des Ausgangsstromimpulses
von der Schaltfrequenz zu vermindern. Durch entspre-
chendes Wählen und Beschalten von T5b und T5a ist
es möglich, das unerwünschte Spannungspotential am
Knoten mpls beziehungsweise mnls zu vermeiden. Da
der obere und der untere Teil der Schaltung symme-
trisch aufgebaut sind, soll im folgenden nur der obere
Teil der Schaltung beschrieben werden.
[0021] Wenn der Schalttransistor T2b abgeschaltet
wird, so wird das Spannungspotential am Knoten mpls
über den Transistor T5b entladen. Dabei ist ein Entladen
über eine getrennte Stromquelle, über die Referenzströ-
me dnx beziehungsweise inx oder über die Versor-
gungsspannungen VDD beziehungsweise VSS mög-
lich. In der in Fig. 2 dargestellten Schaltung erfolgt die
Entladung gegenüber den Versorgungsspannungen
VDD beziehungsweise VSS. Bei einer Entladung über
die Versorgungsspannungen verhindert man eine Be-
einflussung der Referenzströme. Weiterhin ist dadurch
eine Minimierung der Transistorfläche von T5a möglich.
Im allgemeinen wird hier ein sehr kleiner Transistor
(T5a/b) ausreichen, um trotzdem eine sehr schnelle
Entladung des Potentials mp1s/mn1s zu gewährleisten.
[0022] Die Transistoren T7b und T7a werden verwen-
det, um die Abhängigkeit der Stromquellenschaltung
von Variationen der Versorgungsspannung zu vermin-
dern. Durch die Transistoren T7b und T7a wird eine zu-
sätzlich Kapazität eingeführt. Da oberer und unterer Teil
der Schaltung symmetrisch zueinander sind, soll im fol-
genden wiederum nur der obere Teil der Schaltung be-
schrieben werden. Beim Einschalten des Schalttransi-
stor T2b entkoppelt der Transistor T6b den Knoten PC
vom Einschaltsignal upn. Am Transistor T6b fällt dabei
eine Spannung ab, die mit der Versorgungsspannung
und somit auch deren Änderung korreliert. Dabei kann
man bei entsprechender Dimensionierung der Transi-
storgeometrien davon ausgehen, daß diese am Transi-
stor T6b abfallende Spannung weit über der Threshold-
spannung des Transistors T6b liegt. Folglich variieren
dessen Kapazitätswerte kaum. Der Transistor T6b wird
also nur im Bereich LINEAR/TRIODE betrieben.
[0023] Als Folge des Spannungsabfalls über dem
Transistor T6b entsteht ein entgegen der Änderung der
Versorgungsspannung gerichteter Spannungsabfall
über dem Transistor T7b. Dieser korreliert ebenfalls mit
der Versorgungsspannung und somit auch mit deren
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Änderung. Der Unterschied gegenüber dem Transistor
T6b liegt jedoch darin, daß der Spannungsabfall über
dem Transistor T7b die Sperrschichtkapazitäten sehr
stark beeinflußt, da er in einem völlig anderen Bereich
liegt. Der Transistor T7b wird also, auch wieder eine ent-
sprechende Wahl der Transistorgeometrie vorausge-
setzt, im Bereich LINEAR/TRIODE bis SUBTRESHOLD
betrieben. Somit folgt beispielsweise einer Erhöhung
der Versorgungsspannung VCC ein Absinken der Gate-
Source/Drain-Spannung über dem Transistor T7b in
entsprechendem Maße.
[0024] Durch entsprechende Dimensionierung der
Transistoren T7b und T7a sowie T6b und T6a läßt sich
durch Ausnützen der Abhängigkeit der Gate-Source/
Drain-Kapazität der Transistoren T7b beziehungsweise
T7a sowie T6b beziehungsweise T6a die Spannungs-
abhängigkeit der Stromimpulse am Ausgang erheblich
kompensieren. In der Praxis besitzt der Transistor T7b
beziehungsweise T7a gegenüber dem Transistor T6b
beziehungsweise T6a ungefähr die doppelte Größe.
[0025] Auch hier ist es wiederum möglich, die Ge-
samtschaltung geometrisch zu variieren. Verwendet
man beispielsweise kleinere (größere) Stromspie-
geltransistoren (T3b/T1b sowie T3a/T1a), so können
auch die Transistoren T7a/T6a (beziehungsweise T7b/
T6b) entsprechend verkleinert (vergrößert) werden.
Verringert man die Source-Drain-Abmessungen der
verwendeten Transistoren, so kann man die Gate-Ab-
messungen dieser Transistoren ebenfalls verkleinern.
Dies hat keinen Einfluß auf die Funktionalität der Schal-
tung, vorausgesetzt es wurde eine Optimierung dieser
Parameter durchgeführt.
[0026] Anstelle der in Fig. 2 dargestellten MOSFET-
Transistorkombination T6b/T7b beziehungsweise T6a/
T7a können auch zwei antiserielle Dioden oder zwei an-
tiserielle Bipolartransistoren verwendet werden.
[0027] Insgesamt weißt die erfindungsgemäße
schaltbare Stromquellenschaltung gegenüber schaltba-
ren Stromquellenschaltungen, die aus dem Stand der
Technik bekannt sind, insbesondere gegenüber der in
der EP 0 570 820 beschriebenen schaltbaren Strom-
quellenschaltung, eine stark verminderte Abhängigkeit
des Ausgangsstromimpulses gegenüber Änderungen
der Schaltfrequenz und gegenüber Änderungen der
Versorgungsspannung auf.

Patentansprüche

1. Schaltbare Stromquellenschaltung mit einem elek-
tronischen Schalter (T2b, T2a) und mit einer Strom-
spiegelanordnung (T3b, T4b, T1b; T3a, T4a, T1a),
gebildet aus einer Steuerstufe (T3b, T4b; T3a,
T4a), die abhängig von einem an einem Stromein-
gang (ipx, inx) eingeprägten Referenzstrom an ei-
nem Spannungsausgang (x) eine Steuerspannung
bereitstellt, und aus einer Ausgangsstufe (T1b,
T1a) mit einem Steuereingang, der mit dem Span-

nungsausgang (x) der Steuerstufe (T3b, T4b; T3a,
T4a) verbunden ist, und mit einer Steuerstrecke mit
zwei Anschlüssen, von denen einer den Stromaus-
gang (pdx) der Stromquellenschaltung bildet und
der andere mit einem Anschluß des elektronischen
Schalters (T2b; T2a) verbunden ist, wobei der an-
dere Anschluß des elektronischen Schalters (T2b;
T2a) mit einem Versorgungsspannungsanschluß
(VDD; VSS) verbunden ist, und die Stromquellen-
schaltung abhängig von der Ansteuerung des Steu-
ereingangs (upn; dnx) des elektronischen Schalters
(T2b; T2a) ein- und ausschaltbar ist, wobei der
Steuereingang (upn; dnx) des elektronischen
Schalters (T2b; T2a) über eine Kapazität (T6b; T6a)
mit dem Stromeingang (ipx; inx) des Referenzstro-
mes verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen den sich zwischen dem elektroni-
schen Schalter (T2b; T2a) und dem Spiegeltransi-
stor (T1b; T1a) befindlichen Knoten (mp1s; mn1s)
und dem Versorgungsspannungsanschluß (VSS;
VDD) oder einer getrennte Stromquelle oder dem
Anschluß des Referenzstromes (ipx; inx) ein Tran-
sistor (T5b; T5a) zum Entladen des sich am Knoten
(mp1s; mn1s) vorhandenen Spannungspotentials
beim Abschalten des elektronischen Schalters
(T2b; T2a) geschaltet ist, und daß zusätzlich zur
schon vorhandenen Kapazität (T6b; T6a) zwischen
Steuereingang (upn; dnx) des elektronischen
Schalters (T2b; T2a) und Stromeingang (ipx; inx) in
Reihe eine weitere Kapazität (T7b; T7a) geschaltet
ist.

2. Schaltbare Stromquellenschaltung nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kapazitäten (T6b; T6a, T7b; T7a) durch
MOS-Transistoren gebildet werden, deren Source-
und Drain-Anschlüsse in kurzschließender Weise
miteinander verbunden sind.

3. Schaltbare Stromquellenschaltung nach Anspruch
2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Transistoren (T7b; T7a), die die zusätzli-
chen Kapazitäten bilden, gegenüber den Transisto-
ren (T6b; T6a), die die ursprünglichen Kapazitäten
bilden, die doppelte Größe aufweisen.

4. Schaltbare Stromquellenschaltung nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kapazitäten (T6b; T6a, T7b; T7a) durch
zwei antiserielle Dioden gebildet werden.

5. Schaltbare Stromquellenschaltung nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
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daß die Kapazitäten (T6b; T6a, T7b; T7a) durch
zwei antiserielle Bipolartransistoren gebildet wer-
den.

6. Schaltbare Stromquellenschaltung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Transistoren und Schalter selbstsperrende
n-Kanal MOS-Transistoren verwendet werden.

7. Schaltbare Stromquellenschaltung nach einem der
Ansprüche 1-5,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Transistoren und Schalter selbstsperrende
p-Kanal MOS-Transistoren verwendet werden.

Claims

1. Switchable current source circuit having an elec-
tronic switch (T2b, T2a) and having a balanced cir-
cuit arrangement (T3b, T4b, T1b; T3a, T4a, T1a),
formed from a control stage (T3b, T4b; T3a, T4a)
which provides a control voltage at a voltage output
(x) as a function of a reference current applied at a
current input (ipx, inx), and from an output stage
(T1b, T1a) having a control input which is connect-
ed to the voltage output (x) of the control stage (T3b,
T4b; T3a, T4a), and having a control path with two
connections, one of which forms the current output
(pdx) of the current source circuit and the other is
connected to a connection of the electronic switch
(T2b; T2a), with the other connection of the elec-
tronic switch (T2b; T2a) being connected to a sup-
ply voltage connection (VDD; VSS), and in which
case the current source circuit can be switched on
and off as a function of the drive at the control input
(upn; dnx) of the electronic switch (T2b; T2a), with
the control input (upn; dnx) of the electronic switch
(T2b; T2a) being connected via a capacitance (T6b;
T6a) to the current input (ipx; inx) of the reference
current,
characterized
in that a transistor (T5b; T5a) for discharging the
voltage potential present at the node (mpls; mnls)
when the electronic switch (T2b; T2a) is switched
off is connected between the node (mp1s; mn1s)
which is located between the electronic switch (T2b;
T2a) and the balanced-circuit transistor (T1b, T1a)
and the supply voltage connection (VSS; VDD) or
a separate current source or the connection of the
reference current (ipx; inx), and in that, in addition
to the capacitance (T6b; T6a) which is already
present, a further capicitance (T7b; T7a) is connect-
ed in series between the control input (upn; dnx) of
the electronic switch (T2b, T2a) and the current in-
put (ipx; inx).

2. Switchable current source circuit according to
Claim 1,
characterized
in that the capacitances (T6b; T6a, T7b; T7a) are
formed by MOS transistors whose source and drain
connections are connected to one another by a
short circuit.

3. Switchable current source circuit according to
Claim 2,
characterized
in that the transistors (T7b; T7a) which form the ad-
ditional capacitances are twice the size of the tran-
sistors (T6b; T6a) which form the original capaci-
tances.

4. Switchable current source circuit according to
Claim 1,
characterized
in that the capacitances (T6b; T6a, T7b; T7a) are
formed by two back-to-back series-connected di-
odes.

5. Switchable current source circuit according to
Claim 1,
characterized
in that the capacitances (T6b; T6a, T7b; T7a) are
formed by two back-to-back series-connected bipo-
lar transistors.

6. Switchable current source circuit according to one
of the preceding claims,
characterized
in that normally-off n-channel MOS transistors are
used as the transistors and switches.

7. Switchable current source circuit according to one
of Claims 1-5, characterized in that normally-off p-
channel MOS transistors are used as the transistors
and switches.

Revendications

1. Circuit de source de courant commutable, compor-
tant un commutateur (T2b, T2a) électronique et
comportant un montage (T3b, T4b, T1b ; T3a, T4a,
T1a) de miroir de courant, formé d'un étage (T3b,
T4b ; T3a, T4a) de commande qui met à disposition
une tension de commande à une sortie (x) de ten-
sion en fonction d'un courant de référence injecté à
une entrée (ipx, inx) de courant, et d'un étage (T1b,
T1a) de sortie comportant une entrée de courant,
qui est reliée à la sortie (x) de tension de l'étage
(T3b, T4b ; T3a, T4a) de commande, et comportant
une section de commande à deux homes dont l'une
forme la sortie (pdx) de courant du circuit de source
de courant et dont l'autre est reliée à une home du
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commutateur (T2b ; T2a) électronique, l'autre bor-
ne du commutateur (T2b ; T2a) électronique étant
reliée à une borne (VDD ; VSS) de tension d'alimen-
tation, et le circuit de source de courant pouvant
être connecté et déconnecté en fonction de la com-
mande de l'entrée (upn ; dnx) de commande du
commutateur (T2b ; T2a) électronique, l'entrée
(upn ; dnx) de commande du commutateur (T2b ;
T2a) électronique étant reliée par l'intermédiaire
d'une capacité (T6b; T6a) à l'entrée (ipx ; inx) de
courant du courant de référence,

caractérisé
en ce qu'il est branché entre les noeuds

(mp1s ; mn1s), se trouvant entre le commutateur
(T2b ; T2a) électronique et le transistor (T1b ; T1a)
de miroir, et la borne (VSS ; VDD) de tension d'ali-
mentation ou une source de courant distincte ou la
borne du courant (ipx ; inx) de référence un transis-
tor (T5b ; T5a) pour décharger le potentiel de ten-
sion présent aux noeuds (mp1s ; mn1s) lors de la
mise à l'état non passant du commutateur (T2b ;
T2a) électronique, et en ce qu'il est branché en plus
de la capacité (T6b ; T6a) déjà présente, entre l'en-
trée (upn; dnx) de commande du commutateur
(T2b ; T2a) électronique et l'entrée (ipx ; inx) de
courant , une capacité (T7b ; T7a) supplémentaire
en série.

2. Circuit de source de courant commutable suivant la
revendication 1, caractérisé en ce que les capaci-
tés (T6b ; T6a, T7b ; T7a) sont formées par des
transistors MOS dont les bornes de source et les
bornes de drain sont reliées les unes aux autres de
manière à les court-circuiter.

3. Circuit de source de courant commutable suivant la
revendication 2, caractérisé en ce que les transis-
tors (T7b ; T7a), qui forment les capacités supplé-
mentaires, ont le double de la dimension des tran-
sistors (T6b ; T6a) qui forment les capacités initia-
les.

4. Circuit de source de courant commutable suivant la
revendication 1, caractérisé en ce que les capaci-
tés (T6b ; T6a, T7b ; T7a) sont formées par deux
diodes en montage tête-bêche.

5. Circuit de source de courant commutable suivant la
revendication 1, caractérisé en ce que les capaci-
tés (T6b ; T6a, T7b ; T7a) sont formées par deux
transistors bipolaires en montage tête-bêche.

6. Circuit de source de courant commutable suivant
l'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu'il est utilisé comme transistors et interrup-
teurs des transistors MOS à canal de type de con-
ductivité n autobloquant.

7. Circuit de source de courant commutable suivant
l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
qu'il utilisé comme transistors et commutateurs des
transistors MOS à canal de type de conductivité p
autobloquant.

9 10



EP 0 905 598 B1

7



EP 0 905 598 B1

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

